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Vlyznam zkratek v oznaCovani TTL 1O

L ... nizSi spotreba

T ... kompatibilni s TTL

S ... obsahuje Schottkyho tranzistory (rychlejsi)
H ... vysSSi spotreba a rychlejsi logicky Clen

A (F) ... rychlejsi logicky ¢len (na principu snizeni
parazitni kapacity PN prechodu)

LV ... nizkonapétové LO (mensi napéti nez 5V)

BC ... technologie BICMOS (kombinace Bipolarni a
CMOSové technologie (fa. Ti)

C ... unipolarni cmosova technologie (nizsi spotreba)




TTL déeleni podle pracovni teploty

e Rada 74 ... pracovni teploty 0 aZ +70 °C komeréni
e Rada 54 ...-55 °C a7 +125 °C (military)
e Rada 84 ...-25°C az +85 °C

Dalsi znaceni:

 Rada 9xx DTL logic

 Rada 93xx, 96xx military TTL logic
 Rada 100xxx série ECL

» Rada 4000 CMOS technologie (nekompatibilni s
TTL)




Technologie I2L a I3L
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Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/File:lIL_circuit.png

Integrated injection logic (I°L)

Umoznuje vytvaret struktury, ve
kterych na sebe sousedni
tranzistory nepusobi a tudiz
nepotrebuji vzajemnou izolaci.
Struktura neobsahuje zadné
rezistory a je napajena zdrojem
proudu. Princip téchto ¢len(
spociva ve vyuziti proudovych
zdroju misto kolektorovych
odpord.

Obé technologie I12L i I3L
dovoluji na rozdil od predchozich
technologii dosahovat velmi
znacné hustoty integrace,
nizkého prikonu, necitlivosti ke
zménam napajeciho napéti a
soucasné i rychlosti vétsSich nez u
bipolarnich a unipolarnich
obvodu.




